
SF29F040B
Техническийпаспорт S PA N S I O NTM

Следующий документ содержит информацию о продуктах памяти Spansion.

Преемственность спецификаций
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За дополнительной информацией о решениях Spansion для памяти обращайтесь в местный
офис продаж.
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ЭТА СТРАНИЦА ОСТАВЛЕНА НАМЕРЕННО ПУСТОЙ.



SF29F040B SF
4 мегабита (512 К x 8 бит)

Флэш-память CMOS 5,0 вольт с равномерным сектором

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 5,0 В ± 10% для операций чтения и записи

- Минимизация требований к питанию на уровне системы

- Изготовлен по технологии 0,32 мкм

- Совместимость с 0,5 мкм устройством SF29F040

- Высокая производительность

- Время доступа до 55 нс

- Низкое энергопотребление

- Типичный ток активного считывания 20 мА

- Типичный ток программирования/стирания 30 мА

- Типичный ток в режиме ожидания 1 мкА (стандартное время
перехода в активный режим)
- Гибкая архитектура секторов
- 8 равномерных секторов по 64 Кбайт каждый
- Можно стереть любую комбинацию секторов
- Поддержка полного стирания микросхемы - защит
а секторов:
Аппаратный метод блокировки секторов для предотвращени
я любых операций программирования или стирания в этом с
екторе
- Встроенные алгоритмы

- Встроенный алгоритм автоматического стирани
я предварительное программирование и стир
ание всего чипа или любой комбинации выде
ленных секторов

- Алгоритм встроенной программы автоматическ
и записывает и проверяет байты по указанн
ым адресам

- Гарантируется не менее 1 000 000 циклов прог
раммирования/стирания на сектор
• 20 лет хранения данных при температуре 125 °C

- Надежная работа в течение всего срока службы
системы

- Варианты комплектации

- 32-контактный PLCC, TSOP или PDIP

- Совместимость со стандартами JEDEC

- Выводы и программное обеспечение совместим
ы со стандартом Flash с одним источником питан
ия

- Превосходная защита от непреднамеренной зап
иси Данные# Биты опроса и переключения

- Программный метод обнаружения завершени
я цикла программирования или стирания
• Стереть приостановку/Стереть возобновление
— Приостанавливает операцию стирания сектора для
чтения данных из нестираемого сектора или записи д
анных в нестираемый сектор, затем возобновляет опе
рацию стирания
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датировочный лист

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
SF29F040B - это флеш-память объемом 4 Мбит, раб
отающая только от напряжения 5,0.

или организован в виде 524 288 Кбайт по 8 бит кажд
ый. 512 Кбайт данных разделены на восемь секторов
по 64 Кбайт каждый для гибкой возможности стирани
я . 8 би т данных отображаются на DQ0-DQ7.
SF29F040B выпускается в 32-контактных корпусах
PLCC, TSOP и PDIP. Это устройство предназначено
для внутрисистемного программирования с использо
ванием стандартного системного питания 5,0 вольт V
CC. Для операций записи и стирания не требуется на
пряжение питания 12,0 В PP. Устройство также може
т быть запрограммировано в стандартных программа
торах EPROM

Это устройство изготовлено по 0,32-мкм технологиче
скому процессу AMD и обладает всеми возможностя
ми и преимуществами SF29F040, изготовленного по
0,5-мкм технологическому процессу. Кроме того,
SF29F040B имеет второй переключающий бит, DQ2,
а также обеспечивает возможность программирован
ия в режиме Erase Suspend.

Стандартное время доступа SF29F040B составляет
55, 70, 90 и 120 нс, что позволяет высокоскоростным
микропроцессорам работать без состояния ожидания. Д
ля устранения зацикливания шины устройство оснащен
о отдельными элементами управления разрешением чи
па (CE#), разрешением записи (WE#) и разрешением вы
вода (OE#).

Для выполнения функций чтения и записи устройству тр
ебуется только одно питание 5,0 вольт. Внутреннее ген
ерируемое и регулируемое напряжение обеспечивается
для операций программирования и стирания.

Устройство полностью совместимо по набору команд
со стандартом JEDEC для флэш-памяти с одним исто
чником питания. Команды записываются в регистр ком
анд с использованием стандартных таймингов записи
микропроцессора. Записи в регистр служат входом дл
я внутренней машины состояний, которая управляет с
хемами стирания и программирования. Циклы записи
также внутренне фиксируют адреса и данные, необхо
димые для операций программирования и стирания. Ч
тение данных из устройства аналогично чтению из дру
гих устройств Flash или EPROM.

Программирование устройства происходит путем выполне
ния последовательности команд программы. Это иницииру

ет алгоритм встроенной программы - внутренний алго
ритм, который автоматически устанавливает длительн
ость импульсов программы и проверяет надлежащий з
апас ячеек.

Стирание устройства происходит путем выполнения
последовательности команд стирания. При этом зап
ускается алгоритм встроенного стирания - внутренни
й алгоритм, который автоматически предварительно
программирует массив (если он еще не запрограмми
рован) перед выполнением операции стирания. Во в
ремя стирания устройство автоматически вычисляет
длительность импульсов стирания и проверяет надл
ежащий запас ячеек.

Хост-система может определить, завершена ли опе
рация программирования или стирания, прочитав б
иты состояния DQ7 (Data# Polling) и DQ6 (toggle). П
осле завершения цикла программирования или сти
рания устройство готово к чтению данных массива
или приему другой команды.

Архитектура секторного стирания позволяет стирать и
перепрограммировать сектора памяти, не затрагивая
содержимое других секторов. При поставке с завода у
стройство полностью стирается.

Аппаратные средства защиты данных включают в се
бя детектор низкого напряжения V CC, который авто
матически блокирует операции записи при переключ
ении питания. Функция аппаратной защиты секторов
запрещает операции программирования и стирания
в любой комбинации секторов памяти. Этого можно
добиться с помощью программирующего оборудован
ия

Функция Erase Suspend позволяет пользователю п
риостановить стирание на любой период времени,
чтобы считать данные из любого сектора, не выбра
нного для стирания, или запрограммировать их в н
его. Таким образом, можно добиться истинного фо
нового стирания.

Система может перевести устройство в режим ожи
дания. В этом режиме энергопотребление значите
льно снижается.

Технология флэш-памяти AMD сочетает в себе
многолетний опыт производства флэш-памяти д
ля достижения высочайшего уровня качества, н
адежности и экономической эффективности. Уст
ройство электрически стирает все биты в сектор
е одновременно с помощью туннелирования Фа
улера-Нордгейма. Данные программируются с п
омощью инжекции горячих электронов.

SF



2 SF29F040B 21445E5 1 ноября 2019 г.



датировочный лист SF
ОГЛАВЛЕНИЕ
Руководство по выбору продукции .................. 4
Блок-схема .................................................................. 4
Схемы соединений .................................................. 5
Конфигурация выводов ......................................... 5
Логический символ .................................................. 5
Информация для заказа ........................................... 6
Операции с шиной устройства ............................ 7

Таблица1.ОперациисшинойустройстваSF29F040B.............. 7
Требованиякчтениюданныхмассива............................... 7
Записькоманд/последовательностейкоманд .................... 7
Состояниеоперацийпрограммированияистирания ........ 7
Режиможидания................................................................. 7
Режимотключениявыхода ................................................. 8
Таблица2.Таблицаадресовсекторов ....................................8

Автоматическийрежим....................................................... 9
Таблица3.КодыавтовыбораSF29F040B(методвысокогонапряжени
я).............................................................................................. 9

СекторЗащита/Незащита.................................................. 9
Защитаданныхнааппаратномуровне............................... 9
Низкий уровень VCC Запрет записи............................. 9
Защитаот"глюков"импульсазаписи ...................................... 9
Логическийингибитор.............................................................. 9
Запретзаписипривключениипитания.................................... 9

Определения команд ............................................ 10
Чтениеданныхмассива ................................................... 10
Командасброса................................................................. 10
Автовыборпоследовательностикоманд ......................... 10
Последовательностькомандбайтовойпрограммы........... 10
Рисунок1Работапрограммы................................................ 11

Последовательностькомандстираниямикросхемы......... 11
Последовательностькомандстираниясекторов............... 11
Командыприостановки/возобновлениястирания............. 12
Рисунок2Операциястирания............................................... 12

Определениякоманд ....................................................... 13
Таблица4.ОпределениякомандSF29F040B..........................13

Статус операции записи ..................................... 14
DQ7:Опросданных# ........................................................ 14
Рисунок3.Алгоритмопросаданных#.................................... 14

DQ6:БитпереключенияI.................................................. 15
DQ2:БитIIпереключения ................................................. 15
ЧтениебитовпереключенияDQ6/DQ2.............................. 15

DQ5:Превышениевременныхограничений..................... 15
DQ3:таймерстираниясекторов........................................ 16
Рисунок4.Алгоритмпереключениябита.............................. 16
Таблица5.Состояниеоперациизаписи................................ 17

Абсолютный максимум номинальных значений
............................................................................................. 18

Рисунок5.Формаволнымаксимальнойотрицательнойперегруз
ки.......................................................................................... 18
Рисунок6.Формаволнымаксимальногоположительногоперер
егулирования........................................................................ 18

Рабочие диапазоны .................................................. 18
Характеристики постоянного тока .................... 19
TTL/NMOSсовместимый................................................... 19
СовместимостьсCMOS.................................................... 19

Условия испытаний ................................................ 20
Рисунок7. Испытательнаяустановка................................... 20
Таблица6.Техническиехарактеристикииспытаний............. 20

Ключ к переключению форм волны................... 20
Характеристики переменного тока .................. 21
Операциитолькодлячтения ........................................... 21
Рисунок8.Таймингиоперацийчтения................................. 21

Операциистиранияипрограммирования ........................ 22
Рисунок9.Таймингиоперацийпрограммирования.............. 23
Рисунок10.Таймингиоперацийстираниячипа/сектора....... 23

Рисунок11.ТаймингиопросаData#(вовремяработывстроенныхалг
оритмов)24

Рисунок12.Таймингипереключениябитов(приработевстроенн
ыхалгоритмов)..................................................................... 24
Рисунок13.DQ2всравнениисDQ6....................................... 25

Характеристики переменного тока .................. 26
Операциистиранияипрограммирования........................ 26
AlternateCE# Управляемая запись................... 26
Рисунок14.Альтернативныетаймингиоперацийзаписисупра
влениемCE# ...................................................................... 27

Производительность стирания и программиров
ания ............................................................................... 28
Характеристики защелки ...................................... 28
Емкость выводов TSOP ..................................... 28
Емкость выводов PLCC и PDIP ........................... 29
Сохранение данных.................................................... 29
Физические размеры ............................................. 30
PD032-32-контактныйпластиковыйDIP............................ 30
PL032-32-контактныйчип-носительспластиковымвыводо
м........................................................................................ 31
TS032—32-контактныйстандартныйтонкиймалыйпакет.
32

Резюме пересмотра ............................................... 33



1 ноября 201921445E5 SF29F040B 3



D A T A S H E E T

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПРОДУКЦИИ

Семейный номер детали SF29F040B

Опция скорости
VCC = 5.0 V ± 5% -55

VCC = 5.0 V ± 10% -70 -90 -120

Максимальное время доступа, нс (tACC) 55 70 90 120

Максимальное время доступа к CE#, нс (tCE) 55 70 90 120

Максимальное время доступа к OE#, нс (tOE) 25 30 35 50
Примечание: Дополнительную информацию см. в разделе «Характеристики переменного тока».

БЛОК-СХЕМА
DQ0–DQ7

VCC
VSS

WE#

CE#
OE#

Y-декодер Y-гейтинг

X-декодер Клеточная м
атрица
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Генератор напря
жения стирания

Генератор н
апряжения
PGM

<Управлен
ие состо
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Регистр к
оманд Разрешени

е чипа
Разрешени
е выхода
Логика

Детектор VCC Тайме
р

SF

A0–A18

STB

STB

>

Буферы вв
ода/выво
да

Защелка данны
х
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СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

A18

A16

A15

A12

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0

DQ0

DQ1

DQ2

VSS

2 3 1

3 3 0

4 2 9

5 2 8

6 27

7 26

8 25
P D I P

9 24

10 23
11 22

12 21

13 20

14 19

15 18

16 17

VCC

WE#

A17

A14

A13

A8
A9

A11

OE#

A10

CE#

DQ7

DQ6

DQ5

DQ4

DQ3

A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0

DQ0

4 3 2 1 32 31 30
●

5
6
7
8
9

PLCC
10
11
12
13

14 15 16 17 18 19 20

A14
A13
A8
A9

A11
OE#
A10
CE#
DQ7

A11
A9
A8

A13
A14
A17
WE#
VCC
A18
A16
A15
A12
A7
A6
A5
A4

1 O
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

32-контактный стандартный
TSOP

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

OE#
A10
CE#
DQ7
DQ6
DQ5
DQ4
DQ3
VSS
DQ2
DQ1
DQ0
A0
A1
A2
A3

КОНФИГУРАЦИЯ ВЫВОДОВ
A0–A18 = Адресные входы

DQ0–DQ7 = Ввод/вывод данных

CE# = Разрешение микросхемы

WE# = Разрешение записи

OE# = Разрешение выхода

VSS = Заземление устройства

VCC =Единый источни
к питания +5,0 В
(номинальные скорости устр
ойств и допуски на напряже
ние питания см. в руководст
ве по выбору продукции)

ЛОГИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

A0–A18

CE#
OE#

WE#

DQ0–DQ7

8

29
28
27
26
25
24
23
22
21

32

19
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D A T A S H E E T

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Стандартные изделия
Стандартные продукты AMD выпускаются в различных корпусах и рабочих диапазонах. Номер заказа (Valid
Combi- nation) формируется комбинацией следующих слов:
SF29F040B -55 E C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
C = Коммерческая (0。C to +70。C)
I = Промышленность (–40。C to +85。C)
E = удлинители (–55。C to +125。C)
D = Коммерческий (от 0 до +70 °C) для безгальванического корпуса
F = Промышленное исполнение (от -40 до +85 °C) в к
орпусе Pb-free
K = Расширенный (от -55。 до +125。) для безгальван
ического корпуса
ТИП УПАКОВКИ
P = 32-контактный пластиковый DIP-диск (PD 032)
J = 32-контактный прямоугольный чип-носитель с пластиковым выводом (PL 032)
E = 32-контактный тонкий малогабаритный корпус (TSOP) со стандартным распол
ожением выводов (TS 032)

ВАРИАНТ СКОРОСТИ

См. руководство по выбору продукта и допустимые комбинации
НОМЕР/ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
SF29F040B
4-мегабитная (512 К x 8бит) КМОП-флеш-память 5,0 В считывания, програм

мирования и стирания только с секторным стиранием

Допустимые комбинации Напряжение VCC

SF29F040B-55 JC, JI, JE, JD, JF, JK
EC, ED, EI, EE, EF, EK

5.0 V ± 5%

SF29F040B-70

5.0 V ± 10%SF29F040B-90 PC, PI, PE, PD, PF, PK,
JC, JI, JE, JD, JF, JK
EC, EI, EE, ED, EF, EKSF29F040B-120

Допустимые комбинации
В списке допустимых комбинаций перечислены конфигурации, которые планируется поддерживать в объеме для данно
го устройства. Обратитесь в местный офис продаж AMD, чтобы подтвердить наличие конкретных допустимых комбинац
ий и узнать о новых выпускаемых комбинациях.
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D A T A S H E E T SF
ОПЕРАЦИИ С ШИНОЙ УСТРОЙСТВА
В этом разделе описываются требования и испо
льзование операций на шине устройства, котор
ые инициируются через внутренний регистр ком
анд. Сам по себе регистр команд не занимает н
икакой адресуемой ячейки памяти. Регистр сост
оит из защелок, в которых хранятся команды, а
также адрес и данные, необходимые для выпол
нения команды.

Содержимое регистра служит входом для внутренне
й машины состояний. Выходы машины состояния опр
еделяют работу устройства. В соответствующей табл
ице операций шины устройства перечислены необхо
димые входы и уровни управления, а также результи
рующий выход. В следующих подразделах каждая из
этих операций описана более подробно.

Таблица 1. Операции с шиной устройства SF29F040B

Операция CE# OE# WE# A0–A20 DQ0–DQ7

Читать L L H A IN DOUT

Пишите L H L A IN DIN

Режим ожидания КМОП VCC ± 0.5 V X X X High-Z

Режим ожидания TTL H X X X High-Z

Отключение выхода L H H X High-Z

Легенда:
L = логический низкий уровень = VIL, H = логический высокий уровень = VIH, VID = 12,0 ± 0,5 В, X = Don'tCare,
DIN = вход данных, DOUT = выход данных, A IN = вход адреса Примечание: Дополнительную информацию см.
в разделе «Защита/незащита сектора».
Требования к чтению данных массива
Чтобы считать данные массива с выходов, система до
лжна перевести выводы CE# и OE# в состояние VIL.
CE# управляет питанием и выбирает устройство. OE#
управляет выходом и подает данные массива на выхо
дные выводы. WE# должен оставаться на уровне VIH.

Внутренняя машина состояний настроена на чтение д
анных массива при включении устройства или после а
ппаратного сброса. Это гарантирует, что при переходе
питания не произойдет никаких ложных изменений в п
амяти. Для получения данных массива в этом режиме
не требуется никаких команд. Стандартные циклы чте
ния микропроцессора, в которых на адресные входы у
стройства подаются действительные адреса, выдают
действительные данные на выходы данных устройств
а. Устройство остается разрешенным для доступа на
чтение до тех пор, пока не будет изменено содержимо
е регистра команд.

Дополнительные сведения см. в разделе «Чтение данны
х массива». Обратитесь к таблице AC Read Operations (О
перации чтения переменного тока) для определения вре
менных характеристик и к диаграмме Read Operations
Timings (Временные характеристики операций чтения) дл
я получения временных осциллограмм. ICC1 в таблице
DC Characteristics представляет собой спецификацию акт
ивного тока для чтения данных массива.
Запись команд/последовательностей команд

Чтобы записать команду или последовательность ком
анд (к которым относятся программирование данных
в устройство и стирание секторов памяти), система д
олжна подать WE# и CE# на VIL , а OE# на VIH

Операция стирания может стирать один сектор, несколько
секторов или все устройство. Таблицы адресов секторов
указывают адресное пространство, которое занимает каж
дый сектор. Адрес сектора» состоит из битов адреса, нео
бходимых для однозначного выбора сектора. Подробные
сведения о стирании сектора или всего чипа, а также о пр
иостановке/возобновлении операции стирания см. в разд
еле «Определения команд».

После того как система запишет последовательность ком
анд автовыбора, устройство переходит в режим автовыб
ора. После этого система может считывать коды автовыб
ора из внутреннего регистра (который находится отдельн
о от массива памяти) на DQ7-DQ0. В этом режиме действ
уют стандартные тайминги цикла чтения. Дополнительны
е сведения см. в разделах «Режим автовыбора» и «Посл
едовательность команд автовыбора».

ICC2 в таблице DC Characteristics представляет собой спе
цификацию переменного тока для режима записи. Раздел
«Характеристики переменного тока» содержит таблицы вр
еменных характеристик и временные диаграммы для опер
аций записи.

Состояние операций программирования и стиранияВо в
ремя операции стирания или программирования система
может проверить статус операции, прочитав биты состоян
ия на DQ7-DQ0. При этом действуют стандартные тайминг
и цикла чтения и спецификации чтения ICC. Дополнительн
ую информацию см. в разделе «Статус операции записи»,
а временные диаграммы - в каждом разделе «Характерист
ики переменного тока».

Режим ожидания
Когда система не читает и не записывает данные на устройс
тво, она может перевести его в режим ожидания. В этом реж
име потребление тока значительно снижается, и
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-выходы переходят в высокоимпедансное состояние неза
висимо от входа OE#.
Устройство переходит в режим ожидания CMOS, когда в
ывод CE# удерживается на уровне V CC ± 0,5 В (обратит
е внимание, что это более ограниченный диапазон напря
жений, чем VIH). Устройство переходит в режим ожидани
я TTL, когда CE# удерживается на уровне VIH. Устройств
у требуется стандартное время доступа (tCE), прежде че
м оно будет готово к считыванию данных.
прежде чем устройство будет готово к считыванию данны
х.

Если устройство отменено во время стирания или пр
ограммирования, оно потребляет активный ток до за
вершения операции.

ICC3 в таблицах характеристик постоянного тока пре
дставляет собой спецификацию тока в режиме ожида
ния.

Режим отключения выхода

Когда на вход OE# подается напряжение VIH, выход
устройства отключается. Выходные контакты перехо
дят в высокоимпедансное состояние.

Таблица 2. Таблица адресов секторов

Sector A18 A17 A16 Диапазон адресов

SA0 0 0 0 00000h–0FFFFh

SA1 0 0 1 10000h–1FFFFh

SA2 0 1 0 20000h–2FFFFh

SA3 0 1 1 30000h–3FFFFh

SA4 1 0 0 40000h–4FFFFh

SA5 1 0 1 50000h–5FFFFh

SA6 1 1 0 60000h–6FFFFh

SA7 1 1 1 70000h–7FFFFh
Примечание: Все сектора имеют размер 64 Кбайт.
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Режим автовыбора
Режим автовыбора обеспечивает идентификацию
производителя и де-виза, а также проверку защит
ы секторов с помощью кодов идентификаторов, в
ыводимых на DQ7-DQ0. Этот режим в первую оче
редь предназначен для программирующего обору
дования, чтобы автоматически сопоставить прогр
аммируемое устройство с соответствующим алгор
итмом программирования. Однако доступ к кодам
автовыбора можно получить и внутри системы че
рез регистр команд.

При использовании оборудования для программ
ирования режим автовыбора требует наличия
VID (11,5...12,5 В) на адресном выводе A9. Адре
сные выводы A6, A1 и A0 должны быть такими,
как показано в таблице «Коды автовыбора (мет
од высокого напряжения)».

Кроме того, при проверке защиты секторов адрес с
ектора должен отображаться в соответствующих ст
арших разрядах адреса. Обратитесь к соответству
ющим таблицам адресации секторов. Обратитесь
к соответствующим таблицам адресации секторов.
В таблице определений команд указаны оставшие
ся биты адреса, которые не имеют значения. Когд
а все необходимые биты установлены, программи
рующее оборудование может считать соответству
ющий код идентификатора на DQ7-DQ0.
Чтобы получить доступ к кодам автовыбора внутр
и системы, хост-система может подать команду ав
товыбора через регистр команд, как показано в та
блице Command Defini- tions. Этот метод не требу
ет VID. Подробнее об использовании режима авто
выбора см. в разделе «Определения команд».

Таблица 3. Коды автовыбора SF29F040B (метод высокого напряжения)

Описание A18–A16 A15–A10 A9 A8–A7 A6 A5–A2 A1 A0
Код идентифика

тора на DQ7-
DQ0

ID производителя: AMD X X VID X VIL X VIL VIL 01h

Идентификатор устройств
а: SF29F040B

X X VID X VIL X VIL VIH A4h

Проверка защит
ы сектора

Адрес
сектора

X VID X VIL X VIH VIL
01h (защищено)

00h (незащищенный)

Сектор Защита/Незащита
Функция аппаратной защиты секторов отключает опер
ации программирования и стирания в любом секторе.
Функция снятия защиты с жесткого диска снова разре
шает операции программирования и стирания в ранее
защищенных секторах.

Защита/незащита секторов должна осуществляться с по
мощью программирующего оборудования. Процедура тр
ебует подачи высокого напряжения (VID) на адресный в
ывод A9 и управляющие выводы. Подробности этого ме
тода приведены в дополнении, номер публикации 19957.
Обратитесь к представителю AMD, чтобы получить копи
ю соответствующего документа.

Устройство поставляется с незащищенными секторами.
AMD предлагает возможность программирования и защ
иты секторов на заводе перед отправкой устройства с п
омощью услуги AMD ExpressFlash™ Service. Для получе
ния подробной информации обратитесь к представител
ю AMD.

Можно определить, является ли сектор защищенным или не
защищенным. Подробности см. в разделе «Режим автовыбо
ра».Аппаратная защита данных
Последовательность команд, требующая циклов разбл
окировки для программирования или стирания, обеспе
чивает защиту данных от случайной записи (см. таблиц
у «Определения команд»). Кроме того, следующие апп
аратные меры защиты данных предотвращают случайн
ое стирание или про

граммирование, которые в противном случае могут б
ыть вызваны ложными сигналами системного уровня
во время переходов V CC при включении и выключен
ии питания или системными шумами.
Низкий уровень V CC Запрет записи

Когда V CC меньше VLKO, устройство не принимает ци
клы записи. Это защищает данные при включении и вы
ключении питания V CC. Регистр команд и все внутрен
ние схемы программирования/стирания отключаются,
и устройство сбрасывается. Последующие записи игно
рируются до тех пор, пока V CC не станет больше
VLKO. Система должна подавать соответствующие сиг
налы на управляющие выводы, чтобы предотвратить н
епреднамеренную запись, когда V CC больше VLKO.

Защита от «глюков» импульса записи

Шумовые импульсы длительностью менее 5 нс (типично)
на OE#, CE# или

WE# не инициируют цикл записи.

Логический ингибитор

Циклы записи блокируются, если удерживать любое и
з значений OE# = VIL, CE# = VIH или WE# = VIH. Чтоб
ы инициировать цикл записи, CE# и WE# должны быть
логическим нулем, а OE# - логической единицей.

Запрет записи при включении питания
Если при включении питания WE# = CE# = VIL и OE# =
VIH, устройство не принимает команды по нарастающем
у фронту WE#. При включении питания внутренняя маш
ина состояний автоматически сбрасывается в режим чт
ения данных массива.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМАНД
Запись определенных команд адреса и данных или последовательностей в регистр команд иницииру
ет операции устройства. В таблице «Определения команд» определены допустимые последовательн
ости команд регистра. Запись неправильных значений адреса и данных или запись их в неправильной
последовательности переводит устройство в режим чтения данных массива.

Все адреса защелкиваются по спадающему фронту WE# или CE#, в зависимости от того, что произойдет позже.
Все данные защелкиваются по нарастающему фронту WE# или CE#, в зависимости от того, что произойдет ран
ьше. Обратитесь к соответствующим временным диаграммам в разделе «Характеристики переменного тока».

Чтение данных массива
Устройство автоматически переходит в режим чтения данных массива после включения питания. Для п
олучения данных не требуется никаких команд. Устройство также готово к чтению данных массива посл
е завершения алгоритма встроенной программы или встроенного стирания.

После того как устройство примет команду Erase Suspend, оно переходит в режим Erase Suspend. Сист
ема может считывать данные массива, используя стандартные тайминги чтения, за исключением того,
что при чтении по адресу, находящемуся в приостановленных стиранием секторах, устройство выводит
данные о состоянии. После завершения операции программирования в режиме Erase Suspend система
может снова считывать данные массива с тем же исключением. Дополнительные сведения об этом реж
име см. в разделе «Команды приостановки/возобновления стирания».

Система должна подать команду сброса, чтобы вернуть устройство в режим чтения данных массива, е
сли DQ5 переходит в высокий уровень или находится в режиме автовыбора. См. следующий раздел «К
оманда сброса».

Дополнительную информацию см. в разделе «Требования к чтению данных массива» в разделе «Операции
с шиной устройства». В таблице операций чтения приведены параметры чтения, а на диаграмме Read
Operation Timings показана временная диаграмма.

Reset Command
Запись команды сброса в устройство переводит устройство в режим чтения данных массива. Биты адре
са для этой команды не важны.

Команда сброса может быть записана между циклами последовательности команд стирания перед нач
алом стирания. Это переводит устройство в режим чтения данных массива. Однако после начала стира
ния устройство не принимает команды сброса до завершения операции.

Команда reset может быть записана между циклами se- quence в последовательности команд программ
ы перед началом программирования. При этом устройство сбрасывается на чтение данных массива (эт
о также относится к программированию в режиме Erase Suspend). После начала программирования,

однако устройство игнорирует команды сброса до завершения операции.

Команда сброса может быть записана между циклами последовательности команд автовыбора. После пере
хода в режим автовыбора для возврата к чтению данных массива необходимо записать команду сброса (эт
о также относится к автовыбору во время приостановки стирания).

Если DQ5 становится высоким во время операции программирования или стирания, запись команды reset во
звращает устройство к чтению данных массива (также применяется во время Erase Suspend).

Последовательность команд автовыбора
Последовательность команд autoselect позволяет хост-системе получить доступ к кодам производителя
и устройств и определить, защищен ли сектор. В таблице «Определения команд» указаны требования к
адресу и данным. Этот метод является альтернативой методу, показанному в таблице Autoselect Codes
(High Voltage Method), который предназначен для программистов PROM и требует VID на бите адреса A9.

Последовательность команд автовыбора инициируется записью двух циклов разблокировки, за которыми с
ледует команда автовыбора. После этого устройство переходит в режим автовыбора, и система может счит
ывать данные по любому адресу любое количество раз, не инициируя другую последовательность команд.

Цикл чтения по адресу XX00h или извлекает код производителя. Цикл чтения по адресу XX01h возвращает
код устройства. Цикл чтения, содержащий объявление сектора (SA) и адрес 02h, возвращает 01h, если этот
сектор защищен, или 00h, если он незащищен. Действительные адреса секторов см. в таблицах адресов се
кторов.

SF



Чтобы выйти из режима автовыбора и вернуться к чтению данных массива, система должна записать команд
у reset.

Последовательность команд байтовой программы
Программирование - это операция, состоящая из четырех циклов шины. Последовательность команд запус
кается записью двух циклов разблокирующей записи, после чего следует команда установки программы. Д
алее записываются адрес и данные программы, которые, в свою очередь, запускают встроенный алгоритм
программирования. От системы не требуется дополнительных элементов управления или таймингов. Устр
ойство автоматически обеспечивает внутреннюю генерацию программных импульсов и проверяет границы
ячейки. В разделе «Определения команд» приведены требования к адресам и данным для последователь
ности команд байт-программы.
Когда алгоритм встроенной программы завершен, устройство возвращается к чтению данных массива, и об

ъявления больше не задерживаются. Система может определить статус операции программирования с пом

ощью DQ7 или DQ6. Информацию об этих битах состояния см. в разделе «Статус операции записи».

10 SF29F040B 21445E5 November 1, 2019



D A T A S H E E T SF
Команды, записанные в устройство во время ра
боты алгоритма Em- bedded Program, игнорирую
тся.
Программирование разрешено в любой последоват
ельности и через границы секторов. Бит не может б
ыть запрограммирован из «0» обратно в «1». Попыт
ка сделать это может прервать операцию и установ
ить DQ5 в «1», или привести к тому, что алгоритм о
проса Data# сообщит, что операция прошла успешн
о. Однако последующее считывание показывает, чт
о данные по-прежнему равны «0». Только операции
стирания могут преобразовать «0» в «1».

START

Verify Data? No

I Yes

No Last Address?

Yes

Programming
Completed

Примечание: Последовательность команд программы
см. в соответствующей таблице «Определения коман
д».
Рисунок 1. Работа программы

Последовательность команд стирания ми
кросхемы
Стирание микросхемы - это операция, состоящая и
з шести циклов шины. Последовательность команд
стирания микросхемы инициируется записью двух
циклов разблокировки, за которыми следует коман
да установки. После двух дополнительных циклов з
аписи с разблокировкой следует команда стирания
микросхемы, которая, в свою очередь, вызывает ал
горитм встроенного стирания. Устройство не требу
ет от системы предварительного программировани

я перед стиранием. Алгоритм встроенного стира
ния автоматически выполняет предварительное
программирование и проверяет всю
памяти на наличие нулевых данных перед элект
рическим стиранием. От системы не требуется
обеспечивать какие-либо кон- троли или таймин
ги во время этих операций. В таблице «Опреде
ления команд» приведены требования к адреса
м и данным для последовательности команд ст
ирания микросхемы.Команды, записанные в микр
осхему во время алгоритма Embed- ded Erase, игно
рируются.

Система может определить статус операции стира
ния с помощью DQ7, DQ6 или DQ2. Информацию о
б этих битах состояния см. в разделе «Статус опер
ации записи». Когда алгоритм встроенного стирани
я завершен, устройство возвращается к чтению да
нных массива, и адреса больше не задерживаются.

На рисунке 2 показан алгоритм операции стиран
ия. Параметры см. в таблицах операций стиран
ия и программирования в разделе «Характерист
ики переменного тока», а временные осциллогр
аммы - в разделе Chip/ Sector Erase Operation
Timings.Последовательность команд сти
рания секторов
Стирание секторов - это операция, выполняемая за
шесть циклов шины. Последовательность команд с
тирания сектора начинается с записи двух циклов р
азблокировки, за которыми следует команда устано
вки. Затем следуют два дополнительных цикла зап
иси с разблокировкой, адрес сектора, который нужн
о стереть, и команда стирания сектора. В таблице «
Определения команд» приведены требования к адр
есу и данным для последовательности команд стир
ания секторов.

Устройство не требует от системы предварительно
го программирования памяти перед стиранием. Ал
горитм встроенного стирания автоматически прогр
аммирует и проверяет сектор на наличие нулевого
шаблона данных перед электрическим стиранием.
От системы не требуется никаких элементов управ
ления или временных интервалов при выполнении
этих операций.

После записи последовательности команд наступа
ет тайм-аут стирания сектора, равный 50 мкс. Во в
ремя тайм-аута могут быть записаны дополнитель
ные адреса секторов и команды стирания секторов.
Загрузка буфера стирания секторов может выполн
яться в любой последовательности, а количество с
екунд может быть от одного сектора до всех сектор
ов. Время между этими дополнительными циклами
должно быть менее 50 мкс, иначе последний адрес
и команда могут быть не приняты, и начнется стир
ание. Рекомендуется отключить прерывания проце
ссора на это время, чтобы гарантировать, что все к
оманды будут приняты. Прерывания могут быть сн
ова включены после записи последней команды ст
ирания сектора. Если время между дополнительны
ми командами стирания секторов не превышает 50
мкс, системе нет необходимости контролировать

Increment Address

Embedded
Program
algorithm

in progress

Write Program
Command Sequence

Data Poll
from System



DQ3. Любая команда, отличная от команды стирания с
екторов или приостановки стирания, в течение период
а тайм-аута сбрасывает устройство на чтение данных
массива. Система должна заново записать последоват

ельность команд и все дополнительные адреса сек
торов и команды.

Система может контролировать DQ3, чтобы опреде
лить, истек ли таймер стирания секторов. (См. разд
ел «DQ3: стирание секторов
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Раздел «Таймер»). Тайм-аут начинается с нарастающег
о фронта последнего импульса WE# в последовательно
сти команд.

После начала операции стирания секторов действите
льна только команда Erase Suspend. Все остальные к
оманды игнорируются.

Когда алгоритм встроенного стирания завершен, устр
ойство возвращается к чтению данных массива, и адр
еса больше не задерживаются. Система может опред
елить состояние операции стирания с помощью битов
DQ7, DQ6 или DQ2. Информацию об этих битах состо
яния см. в разделе «Статус операции записи».

На рисунке 2 показан алгоритм операции стирания. Парамет
ры см. в таблицах операций стирания/программирования в р
азделе «Характеристики переменного тока», а временные ос
циллограммы - на диаграмме «Временные характеристики о
пераций стирания секторов».
Команды приостановки/возобновления стирания

Команда Erase Suspend позволяет системе прервать
операцию стирания сектора, а затем считать данные
из любого сектора, не выбранного для стирания, или
запрограммировать данные в него. Эта команда дейс
твительна только во время операции стирания сектор
а, включая период тайм-аута 50 мкс во время послед
овательности команд стирания сектора. Команда
Erase Suspend игнорируется, если она записана во вр
емя операции стирания микросхемы или алгоритма в
строенной про граммы . Запись команды Erase
Suspend во время тайм-аута стирания секторов неме
дленно завершает тайм-аут и приостанавливает опер
ацию стирания . При написании команды Erase
Suspend следует соблюдать правила «не беспокоитьс
я».

Если команда Erase Suspend записывается во время
операции стирания сектора, устройству требуется ма
ксимум 20 мкс для приостановки операции стирания.
Однако если команда Erase Suspend записывается во
время тайм-аута стирания сектора, устройство немед
ленно завершает тайм-аут и приостанавливает опера
цию стирания.

После приостановки операции стирания система мо
жет считывать данные массива или программироват
ь данные в любом секторе, не выбранном для стира
ния. (Устройство «приостанавливает стирание» все
х секторов, выбранных для стирания). Применяются
обычные тайминги чтения и записи и определения к
оманд. Чтение по любому адресу в приостановленн
ых стиранием секторах выдает данные о состоянии
на DQ7-DQ0. Система может использовать DQ7 или
DQ6 и DQ2 вместе, чтобы определить, активно ли с
тирается сектор или приостановлено стирание. Инф
ормацию об этих битах состояния см. в разделе «Ст
атус операции записи»..

После завершения операции стирания-приостановки прог
раммы система может снова считывать данные массива в
секторах без приостановки. Система может определить ст
атус операции программирования с помощью битов состо
яния DQ7 или DQ6, как и в случае стандартной операции
программирования. Дополнительные сведения см. в разд
еле «Состояние операции Wr ite».

Система также может записать последовательность
команд автовыбора, когда устройство находится в ре
жиме Erase Suspend. Устройство позволяет считыват
ь коды автовыбора даже по адресам внутри стираем
ых секторов, поскольку эти коды не сохраняются в ма
ссиве памяти. Когда устройство выходит из режима а
втовыбора , оно во з вращает ся в режим Erase
Suspend и готово к другой действительной операции.
Дополнительную информацию см. в разделе «После
довательность команд автовыбора».
Чтобы выйти из режима приостановки стирания и продо
лжить операцию стирания сектора, система должна запи
сать команду Erase Resume (биты адреса - «безразличн
о»). Дальнейшие записи команды Resume игнорируются.
Еще одна команда Erase Suspend может быть записана
после того, как де-визор возобновит стирание.

START

Data = FFh?

Yes

Erasure Completed

Примечания:
1. Последовательность команд стирания см. в соответс
твующей таблице «Определения команд».
2. Дополнительные сведения см. в разделе «DQ3: тайм
ер стирания секторов».

Рисунок 2. Операция стирания
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Определения команд

Таблица 4. Определения команд SF29F040B
Команда
Последовательность
(Примечание 1)

Cy
cl
es

Bus Cycles (Notes 2–4)

First Second Third Fourth Fifth Sixth

Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data

Считывание (Примечание 5) 1 RA RD

Сброс (Примечание 6) 1 XXX F0

Автовыбо
р (Прим
ечание
7)

ID производителя 4 555 AA 2AA 55 555 90 X00 01

Идентификатор устройс
тва

4 555 AA 2AA 55 555 90 X01 A4

Проверка защиты с
ектора (Примечани
е 8)

4 555 AA 2AA 55 555 90 SA
X02

00

01

Программа 4 555 AA 2AA 55 555 A0 PA PD

Стирание чипов 6 555 AA 2AA 55 555 80 555 AA 2AA 55 555 10

Стирание секторов 6 555 AA 2AA 55 555 80 555 AA 2AA 55 SA 30

Приостановка стирания (Примечание 9) 1 XXX B0

Возобновление стирания (Примечание
10)

1 XXX 30

Легенда:
X = Безразлично
RA = Адрес ячейки памяти для чтения.
RD = Данные, считанные из ячейки RA во время операции чтения.
PA = адрес программируемой ячейки памяти.
Адреса фиксируются по падающему фронту импульса WE# или CE#, в зависимости от того, что произойдет позж
е.
PD = Данные, которые будут запрограммированы в ячейке PA. Данные защелкиваются по нарастающему фронту и
мпульса WE# или CE#, в зависимости от того, что произойдет раньше.
SA = Адрес сектора, который будет проверен (в режиме автовыбора) или стерт. Биты адреса A18-A16 выбирают
уникальный сектор.

Примечания:
7. Четвертый цикл последовательности команд автовы
бора - это цикл ареад.

1. Описание работы автобуса см. в таблице 1.

2. Все значения приведены в шестнадцатеричной системе.

3. За исключением чтения данных массива или автовыбо
ра, все циклы шины являются операциями записи.

8. Данные 00h для незащищенного сектора и 01h дл
я защищенного сектора. Дополнительную информац
ию см. в разделе «Последовательность команд авто
выбора».

4. Биты адреса A18-A11 не важны для циклов
разблокировки и команд, если не требуется
SA или PA.

9. В режиме Erase Suspend система может читать и пр
ограммировать в не стирающихся секторах или пере
ходить в режим автовыбора. Команда Erase Suspend д
ействительна только во время

5. При чтении данных массива не требуется разблокировка
или командные циклы.
6. Команда Reset необходима для возврата к чтению дан

ных массива, если устройство находится в режиме ав
товыбора или если DQ5 переходит на высокий уровен
ь (пока устройство выдает данные о состоянии).

10. Команда Erase Resume действительна только в режи
ме Erase Suspend.
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СТАТУС ОПЕРАЦИИ ЗАПИСИ
Устройство предоставляет несколько битов для опреде
ления ста- туса операции записи: DQ2, DQ3, DQ5, DQ6
и DQ7. В таблице 5 и следующих подразделах описаны
функции этих битов. Каждый из битов DQ7 и DQ6 позво
ляет определить, завершена ли операция программиро
вания или стирания или находится в процессе. Эти три
бита рассматриваются в первую очередь.

DQ7: Опрос данных#
Бит Data# Polling, DQ7, указывает хост-системе, выпо
лняется или завершен алгоритм встраивания, или ус
тройство находится в состоянии Erase Suspend. Опро
с Data# действителен после нарастающего фронта п
оследнего импульса WE# в последовательности ком
анд программирования или стирания.

Во время работы алгоритма встроенного программ
ирования устройство выводит на DQ7 дополнение
к данным, переданным на DQ7. Этот статус DQ7 та
кже применяется к программированию во время
Erase Suspend. Когда алгоритм программирования
с использованием встроенной памяти завершается,
устройство выводит на DQ7 запрограммированную
дату. Система должна предоставить адрес програ
ммы, чтобы считать действительную информацию
о состоянии на DQ7. Если адрес программы попад
ает в защищенный сектор, опрос Data# на DQ7 акт
ивен примерно 2 мкс, после чего устройство возвр
ащается к чтению данных массива..

Во время работы алгоритма встроенного стирания
опрос Data# выдает «0» на DQ7. Когда алгоритм вс
троенного стирания завершен или устройство пере
ходит в режим приостановки стирания, опрос Data#
выдает «1» на DQ7. Это аналогично выводу дополн
ения/истинного значения, описанному для алгоритм
а встроенного программирования: функция стирани
я изменяет все биты в секторе на «1»; до этого устр
ойство выводит «дополнение» или «0». Система до
лжна предоставить адрес в пределах любого из сек
торов, выбранных для стирания, чтобы считать дей
ствительное состояние на DQ7.

После записи последовательности команд стирани
я, если все выбранные для стирания секторы защи
щены, опрос Data# на DQ7 активен в течение прим
ерно 100 мкс, после чего де- вис возвращается к чт
ению данных массива. Если не все выбранные сект
оры защищены, алгоритм встроенного стирания сти
рает незащищенные секторы и игнорирует защище
нные секторы.

Когда система обнаруживает, что DQ7 изменился с ком
племента на истинные данные, она может считывать д
ействительные данные на DQ7-DQ0 в следующих цикл

ах чтения. Это происходит потому, что DQ7 может
изменяться асинхронно с DQ0-DQ6, пока на разре
шение вывода (OE#) подан низкий уровень. Тайми
нги опроса Data# (во время работы встроенных алг
оритмов) приведены в разделе «Тайминги опроса
DQ7»
Рисунок в разделе «Характеристики переменного т
ока» иллюстрирует это.В таблице 5 приведены в
ыводы для Data# Polling на DQ7. На рисунке 3 п
оказан алгоритм опроса данных.

START

Read DQ7–DQ0
Addr = VA

DQ7 = Data?

No

DQ5 = 1?

Yes

Read DQ7–DQ0
Addr = VA

DQ7 = Data?

No

FAIL

Примечания:
1. VA = допустимый адрес для программирования. Во в
ремя операции секторного
стирания, действительный адрес - это адрес в любом
секторе, выбранном для стирания. При стирании микро
схемы действительным адресом является любой неза
щищенный адрес сектора.
2. DQ7 следует перепроверять, даже если DQ5 = «1»,
поскольку DQ7 может измениться одновременно с DQ5.

Рисунок 3. Алгоритм опроса данных#
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DQ6: Бит переключения I
Переключающий бит I на DQ6 указывает, выполняе
тся или завершен алгоритм встроенной программы
или стирания, или устройство перешло в режим при
остановки стирания. Бит Toggle Bit I может быть сч
итан по любому адресу и действителен после нара
стающего фронта последнего импульса WE# в посл
едовательности команд (перед операцией програм
мирования или стирания), а также во время тайм-а
ута стирания сектора.

Во время работы алгоритма встроенного программ
ирования или стирания последовательные циклы ч
тения по любому адресу вызывают переключение
DQ6. (Система может использовать OE# или CE# д
ля управления циклами чтения). После завершения
операции переключение DQ6 прекращается.

После записи последовательности команд стирани
я, если все выбранные для стирания секторы защи
щены, DQ6 переключается примерно на 100 мкс, по
сле чего возвращается к чтению данных массива. Е
сли не все выбранные секторы защищены, алгорит
м Em- bedded Erase стирает незащищенные сектор
ы и игнорирует выбранные секторы, которые защи
щены.

Система может использовать DQ6 и DQ2 для опре
деления того, активно ли стирается сектор или стир
ание приостановлено. Когда устройство активно ст
ирает (то есть выполняется алгоритм встроенного с
тирания), DQ6 переключается. Когда устройство пе
реходит в режим приостановки стирания, DQ6 пере
стает переключаться. Однако система должна такж
е использовать DQ2, чтобы определить, какие сект
ора стираются, а какие приостановлены. В качестве
альтернативы система может использовать DQ7 (с
м. подраздел «DQ7: опрос данных#»).

Если адрес программы попадает в защищенный с
ектор, DQ6 переключается примерно на 2 мкс пос
ле записи последовательности команд программы,
а затем возвращается к чтению данных массива.

DQ6 также переключается в режиме стирания-при
остановки-программы и перестает переключаться
после завершения работы алгоритма встроенной п
рограммы.

В таблице «Состояние операции записи» показаны
выходы для бита переключения I на DQ6. Алгоритм
переключения битов см. на рисунке 4, а временную
диаграмму - на рисунке Toggle Bit Timings в разделе
«Характеристики переменного тока». Рисунок DQ2
vs. DQ6 показывает различия между DQ2 и DQ6 в г
рафической форме. См. также подраздел «DQ2:
Toggle Bit II».

DQ2: Бит II переключения
Бит Toggle Bit II на DQ2, используемый вместе с
DQ6, указывает, идет ли активное стирание опре
деленного сектора (то есть выполняется алгорит
м Embedded Erase), или этот сектор приостанов
лен. Бит II переключения становится действител
ьным после нарастающего фронта последнего и
мпульса WE# в последовательности команд.

DQ2 переключается, когда система считыва
ет адреса в тех секторах, которые были выб
раны для эра-.



конечно . (Система может использовать OE# или CE#
для управления циклами чтения.) Но DQ2 не может р
азличить, активно ли стирается сектор или он отложе
н. DQ6, для сравнения, указывает, активно ли устройс
тво стирает или находится в режиме приостановки ст
ирания, но не может определить, какие сектора выбр
аны для стирания. Таким образом, для получения ин
формации о секторе и режиме требуются оба бита со
стояния. Сравнение выходов DQ2 и DQ6 приведено в
таблице 5.

На рисунке 4 показан алгоритм переключения битов
в виде блок-схемы, а в разделе «DQ2: Toggle Bit II»
объясняется алгоритм. См. также подраздел «DQ6:
Toggle Bit I». Временная диаграмма битов переключ
ения приведена на рисунке «Тайминги битов перекл
ючения». Рисунок DQ2 vs. DQ6 показывает различи
я между DQ2 и DQ6 в графической форме.
Чтение битов переключения DQ6/DQ2
Для последующего обсуждения обратитесь к рисунку 4.
Когда система начинает считывать состояние переключ
ающего бита, она должна прочитать DQ7-DQ0 по крайн
ей мере два раза подряд, чтобы определить, переключ
ается ли переключающий бит. Как правило, после перв
ого считывания система записывает и сохраняет значе
ние бита переключения. После второго считывания сис
тема сравнивает новое значение бита переключения с
первым. Если переключающий бит не переключается, з
начит, устройство завершило операцию программирова
ния или стирания. Система может считывать данные м
ассива на DQ7-DQ0 в следующем цикле чтенияОднако
если после первых двух циклов считывания система оп
ределит, что бит переключения все еще переключается,
ей также следует обратить внимание на то, является л

и значение DQ5 высоким (см. раздел о DQ5). Если
да, то система должна снова определить, переклю
чается ли бит переключения, поскольку бит перекл
ючения мог перестать переключаться как раз в тот
момент, когда DQ5 стал высоким. Если бит перекл
ючения больше не переключается, устройство успе
шно завершило операцию программирования или с
тирания. Если он все еще переключается, устройст
во не завершило операцию успешно, и для возврат
а к чтению данных массива система должна записа
ть команду сброса.

Другой сценарий заключается в том, что система из
начально определяет, что бит переключения перек
лючается, а DQ5 не перешел в высокий уровень. С
истема может продолжать контролировать бит пер
еключения и DQ5 в ходе последовательных циклов
чтения, определяя состояние, как описано в преды
дущем параграфе. В качестве альтернативы она м
ожет выбрать выполнение других системных задач.
В этом случае система должна начать с начала алг
оритма, когда она вернется, чтобы определить сост
ояние операции (верхняя часть рисунка 4).

DQ5: Превышение временных ограниче
ний
DQ5 показывает, превысило ли время программир
ования или стирания заданный внутренний предел
счета импульсов. В этих условиях DQ5 выдает «1».
Это состояние отказа, которое указывает на то, что
цикл программирования или стирания не был успе
шно завершен.
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Состояние отказа DQ5 может возникнуть, если сис
тема попытается запрограммировать «1» в место,
которое ранее имело значение «0». Только операц
ия стирания может изменить «0» обратно на «1».
В этом случае устройство останавливает операци
ю, а когда операция выходит за пределы временн
ых ограничений, DQ5 выдает «1».

При обоих этих условиях система должна подать к
оманду сброса, чтобы вернуть устройство к чтени
ю данных массива.

DQ3: таймер стирания секторов
После записи последовательности команд стирани
я секторов система может считать DQ3, чтобы опр
еделить, началась ли операция стирания. (Таймер
стирания секторов не применяется к команде стир
ания микросхемы). Если для стирания выбраны до
полнительные сектора, то после каждой дополнит
ельной команды стирания секторов также действу
ет тайм-аут. По окончании тайм-аута DQ3 переклю
чается с «0» на «1». Система может игнорировать
DQ3, если она может гарантировать, что время ме
жду дополнительными командами стирания сектор
ов всегда меньше 50 мкс. См. также раздел «Посл
едовательность команд стирания секторов».

После записи последовательности команд стирания
сектора система должна считать состояние на DQ7
(Data# Poll- ing) или DQ6 (Toggle Bit I), чтобы убедить
ся, что устройство приняло последовательность кома
нд, а затем считать DQ3. Если DQ3 равен «1», то нач
ался цикл стирания с внутренним управлением; все д
альнейшие команды (кроме Erase Sus- pend) игнорир
уются до завершения операции стирания. Если DQ3
равен «0», устройство принимает дополнительные ко
манды стирания секторов. Чтобы убедиться, что ком
анда была принята, системное программное обеспеч
ение должно проверять состояние DQ3 до и после ка
ждой последующей команды стирания сектора. Если
при второй проверке состояния DQ3 высокий, послед
няя команда, возможно, не была принята. В таблице
5 приведены выводы для DQ3.

СТАРТ

Чтение DQ7-DQ0

Чтение DQ7-DQ0

Toggle Bit
= Toggle?

Yes

DQ5 = 1?

Yes

Read DQ7–DQ0
Twice 2

Toggle Bit
= Toggle?

Yes
Программирование/стира
ние
Операция не выполнена
Не завершена, запись
Команда сброса

Примечания:

1. Считайте бит переключения дважды, чтобы опред
елить, переключается он или нет. См. текст.

2. Перепроверьте бит переключения, так как он мож
ет перестать переключаться при изменении DQ5
на «1». См. текст.

Рисунок 4. Алгоритм переключения битов
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Программа/стирани
е
Операция заверше
на

SF

(Note 1)

No

No

(Notes 1,
)

No



D A T A S H E E T SF
Table 5. Write Operation Status

Операция
DQ7
(Примечание 1) DQ6

DQ5
(Примечание 2) DQ3

DQ2
(Примечание 1)

Стандар
тный ре
жим

Алгоритм встраиваемой программы DQ7# Toggle 0 N/A No toggle
Встроенный алгоритм стирания 0 Toggle 0 1 Toggle

Стирани
е
Режим п
риостан
овки

Чтение в приостано
вленном секторе со
стиранием

1 No toggle 0 N/A Toggle

Чтение в приостановлен
ном секторе без стирани
я

Data Data Data Data Data

Стирание-отсрочка-программа DQ7# Toggle 0 N/A N/A
Примечания:
1. DQ7 и DQ2 требуют действительного адреса при считывании информации о состоянии. Более подробную инфор
мацию см. в соответствующем подразделе.
2. DQ5 переключается в '1', если при выполнении операции встроенного программирования или встроенного стиран
ия были превышены максимальные временные ограничения. Дополнительные сведения см. в разделе «DQ5: Превыше
ние пределов синхронизации».
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АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИ
Я
Температура хранения
Пластиковые корпуса -65°C до +125°C
Температура окружающей среды
при подаче питания -55°C до +125°C

Напряжение относительно земли

V CC (Примечание 1) ......................–2.0 V to 7.0 V
A9, OE# (Примечание 2) ............ –2.0 V to 12.5 V
Все остальные контакты (Примечание 1) –2.0 V to
7.0 V

Выходной ток короткого замыкания (Примечание 3)
200 mA
Примечания:
1. Минимальное постоянное напряжение на входах или выво
дах ввода/вывода составляет -0,5 В. Во время переходов нап
ряжения на входах может наблюдаться занижение напряжени
я VSS до -2,0 В на время до 20 нс. См. рисунок 5. Максимальн
ое постоянное напряжение на входах и выводах ввода/вывод
а составляет VCC + 0,5 В. Во время переходов напряжения на
входах и выводах ввода/вывода может происходить перегрузк
а до VCC + 2,0 В на время до 20 нс. См. рисунок 6.
2. Минимальное входное напряжение постоянного тока на в
ыводе A9 составляет -0,5 В. Во время переходов напряжения
выводы A9 и OE# могут недотягивать до уровня VSS -2,0 В в т
ечение периода времени до 20 нс. См. рисунок 5. Максимальн
ое входное постоянное напряжение на выводах A9 и OE# сост
авляет 12,5 В, которое может проскакивать до 13,5 В за время
до 20 нс.
3. Одновременно не должно быть закорочено на землю боле
е одного вывода. Длительность короткого замыкания не долж
на превышать одной секунды.
Нагрузки, превышающие указанные в разделе «Абсолютный
максимум
Номинальные значения» могут привести к необратимому пов
реждению устройства. Это только номинальные значения на
пряжений; функциональная работа устройства при
этих или любых других условиях, превышающих указанные в
разделах данной спецификации, не подразумевается. Длите
льная эксплуатация устройства в условиях абсолютного макс
имума может повлиять на его надежность.

20 ns 20 ns

+0.8 V

–0.5 V

–2.0 V

20 ns

Рисунок 5. Максимальная отрицател
ьная

Форма волны перегрузки

20 ns

VCC
+2.0 V
VCC

+0.5 V

2.0 V

20 ns

Рисунок 6. Форма волны мак
симального положительно
го перерегулирования

РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ
Коммерческие (C) устройства
Температура окружающей среды (TA) . . . . . . . . . . . . От 0°
C до +70°C
Промышленные (I) устройства
Температура окружающей среды (TA) ... ... ... ... ... . от -40
°C до +85°C
Расширенные (E) устройства
Температура окружающей среды (TA) ... ... ... ... . от -55°C
до +125°C
Напряжения питания V CC
VCC для устройств с ± 5% . ... ... ... ... .+4,75 В - +5,25 В

VCC для устройств с ± 10% . . . . . . . . . . . от +4,5 В до
+5,5 В
Рабочие диапазоны определяют границы, в которых г
арантируется работоспособность устройства.

SF

20 ns
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Совместимость с TTL/NMOS
Параметр
Символ Описание параметров Описание теста Мин Тип Макс Еди

ниц
а

ILI Входной ток нагрузки V IN = VSS to VCC, VCC = VCC Max ±1.0 µA

ILIT A9 Входной ток нагрузки VCC = VCC Max, A9 = 12.5 V 50 µA

ILO Выходной ток утечки VOUT = VSS to VCC, VCC = VCC Max ±1.0 µA

ICC1 V CC Ток активного чтения (Примеч
ания 1, 2)

CE# = VIL, OE# = VIH 20 30 mA

ICC2
V CC Активный ток записи (прог
раммирования/стирания) (прим
ечания 2, 3, 4)

CE# = VIL , OE# = VIH 30 40 mA

ICC3 V CC Ток в режиме ожидания (При
мечание 2)

CE# = VIH 0.4 1.0 mA

VIL Низкий уровень входного сигнала –0.5 0.8 V

VIH Входной высокий уровень 2.0 VCC + 0.5 V

VID
Напряжение для авт
оселекции и защиты
сектора

VCC = 5.25 V 10.5 12.5 V

VOL Низкое напряжение на выходе IOL = 12 mA, VCC = VCC Min 0.45 V

VOH Высокое напряжение на выходе IOH = –2.5 mA, VCC = VCC Min 2.4 V

VLKO Низкое напряжение блокировки
VCC

3.2 4.2 V

Совместимость с CMOS

Параметр
Символ Описание параметров Описание теста Мин Тип Макс Еди

ниц
а

ILI Входной ток нагрузки V IN = VSS to VCC, VCC = VCC Max ±1.0 µA

ILIT A9 Входной ток нагрузки VCC = VCC Max, A9 = 12.5 V 50 µA

ILO Выходной ток утечки VOUT = VSS to VCC, VCC = VCC Max ±1.0 µA

ICC1 V CC Ток активного чте
ния (примечания 1, 2) CE# = VIL, OE# = VIH 20 30 mA

ICC2 V CC Активный ток программиро
вания/стирания (примечания 2,
3, 4)

CE# =VIL , OE# = VIH 30 40 mA

ICC3 V CC Ток в режиме ожидания (При
мечания 2, 5)

CE# = VCC ± 0.5 V 1 5 µA

VIL Низкий уровень входного сигнала –0.5 0.8 V

VIH Входной высокий уровень 0.7 x VCC VCC + 0.3 V

VID
Напряжение для автоселекции
и защиты сектора VCC = 5.25 V 10.5 12.5 V

VOL Низкое напряжение на выходе IOL = 12.0 mA, VCC = VCC Min 0.45 V

VOH1 Высокое напряжение на выходе IOH = –2.5 mA, VCC = VCC Min 0.85 VCC V

VOH2 IOH = –100 μA, VCC = VCC Min VCC –0.4 V

VLKO Низкое напряжение блокировки
VCC

3.2 4.2 V

Примечания к характеристикам постоянного тока (обе таблицы):
1. Указанный ток ICC включает в себя как постоянный рабочий ток, так и частотно-зависимую составля
ющую (при 6 МГц). Частотная составляющая обычно составляет менее 2 мА/МГц, при этом OE# находитс
я на уровне VIH.
2. Максимальные характеристики ICC проверены при VCC = VCCmax.
3. ICC активен во время выполнения встроенного алгоритма (программирования или стирания).



4. Не проверено на 100 %.
5. Только для режима CMOS, ICC3 = 20 мкА максимум при повышенных температурах (> +85°C).
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УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
5.0 V

Device
Under
Test

6.2 kΩ

Примечание: Диоды IN3064 или эквивалент

Рисунок 7. Испытательная установка

Таблица 6. Технические характерист
ики испытаний

Условия испытания -55 Все оста
льные

Еди
ниц
а

Выходная нагрузка 1 TTL gate

Емкость выходной нагрузки
, CL (включая емкость джиг
ита)

30 100 pF

Время нарастания и спада вх
одного сигнала

5 20 ns

Уровни входных импульсов 0.0–3.0 0.45–2.4 V

Опорные уровни измере
ния входной синхрониза
ции

1.5 0.8, 2.0 V

Опорные уровни измерен
ия выходной синхронизац
ии

1.5 0.8, 2.0 V

КЛАВИША ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ФОРМ ВОЛНЫ
ВОЛНОВАЯ ФОРМ
А

ВХОДЫ ВЫХОДЫ

Стабильный

Переход от H к L

Переход от L к H

Неважно, любые изменения допуст
имы

Меняется, штат неизвестен

Не применяется Центральная линия находится в состоянии высо
кого импеданса (High Z)

SF

2.7 kΩ

CL
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датировочный лист SF
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Операции только для чтения
Символы парамет
ров

Описание Тестовая у
становка

Варианты скорости (Пр
имечание 1)

Един
ицаJEDEC Std -55 -70 -90 -120

tAVAV tRC Время цикла считывания (Примечание 3) Мин 55 70 90 120 ns

tAVQV tACC Задержка перехода от адреса к выхо
ду

CE# = VIL,
OE# = VIL Мак

с
55 70 90 120 ns

tELQV tCE Задержка включения микросхемы до
выхода

OE# = VIL Мак
с

55 70 90 120 ns

tGLQV tOE Разрешение выхода и задержка выхо
да

Мак
с

30 30 35 50 ns

tOEH Время удержания
разрешения выход
а (Примечание 3)

Читать Мин 0 0 0 0 ns

Переключен
ие и опрос д
анных#

Мин 10 10 10 10 ns

tEHQZ tDF
Chip Enable to Output High Z
(Примечания 2, 3) Макс 18 20 20 30 ns

tGHQZ tDF
Разрешение выхода на высок
ий уровень Z (Примечания 2,
3)

18 20 20 30 ns

tAXQX tOH
Время удержания выхода по адреса
м, CE# или OE#, в зависимости от то
го, что наступит раньше

Мин 0 0 0 0 ns

Примечания:

1. Условия испытаний см. на рисунке 7 и в таблице 6.

2. Время отключения выходного драйвера.

3. Не проверено на 100 %.

Addresses

CE#

OE#

WE#

Outputs

tRC

Addresses Stable
tACC

tDF
tOE

tOEH

tCE

HIGH Z
Output Valid

0 V

Рисунок 8. Тайминги операций чтения

HIGH Z
tOH
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датировочный лист
ХАРАКТЕРИСТИКИ AC
Операции стирания и программирования

Символы параметро
в

Описание

Параметры скорости

UnitJEDEC Std -55 -70 -90 -120

tAVAV tWC Время цикла записи (Примечани
е 1)

Мин 55 70 90 120 ns

tAVWL tAS Время установки адреса Мин 0 ns
tWLAX tAH Время удержания адреса Мин 40 45 45 50 ns

tDVWH tDS Время установки данных Мин 25 30 45 50 ns

tWHDX tDH Время удержания данных Мин 0 ns
tOES Время установки разрешения вых

ода
Мин 0 ns

tGHWL tGHWL
Время восстановления чтения
перед записью (от высокого ур
овня OE# до низкого уровня
WE#)

Мин 0 ns

tELWL tCS Время установки CE# Мин 0 ns

tWHEH tCH Время удержания CE# Мин 0 ns

tWLWH tWP Ширина импульса записи Мин 30 35 45 50 ns

tWHWL tWPH Ширина импульса записи Высоки
й уровень

Мин 20 ns

tWHWH1 tWHWH1
Операция программирован
ия байтов (Примечание 2) Typ 7 µs

tWHWH2 tWHWH2
Операция стирания се
кторов (Примечание
2))

Typ 1 sec

tVCS V CC Время установления (Приме
чание 1))

Мин 50 µs

Примечания:
1. Не проверено на 100%.
2. Дополнительные сведения см. в разделе «Производительность стирания и программирования».
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tCS

датировочный лист SF
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Addresses

CE#

OE#

WE#

Data

VCC

Read Status Data (last two cycles)

PA

tWHWH1

/Status D
\ / OUT /

Примечание: PA = адрес программы, PD = данные программы, DOUT - истинные данные по адресу программы.
Рисунок 9. Тайминги операций программирования

Erase Command Sequence (last two cycles)

tWC

2AAh SA
555h for

tAH
CE#

tCH

, tWP t

WE#

tDS
tDH

55h 30h \ Progress Complete

10 for Chip Erase

VCC /
Примечание:
SA = Адрес сектора. VA = Действительный адрес для чтения данных о состоянии.

Рисунок 10. Тайминги операций стирания чипа/сектора
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\ 555h /
Program Command Sequence (last two cycles)

Read Status Data

tWC

tWPH

Addresses

tDH

chip erase

tVCS

tAS

tWP

tCH

tDS

tAH

tAS

Data

OE#

A0h PD

VA VA

PAPA

tWHWH2

In

tVCS

tCS
tWPH



VA

Valid Status

датировочный лист

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Addresses

CE#

OE#

WE#

DQ7

DQ0–DQ6

tRC
VA

tCE

tCH

tOEH

tOH

Примечание: VA = действительный адрес. На иллюстрации показан первый цикл считывания состояния после
последовательности команд, последний цикл считывания состояния и цикл считывания данных массива.
Рисунок 11. Тайминги опроса Data# (во время работы встроенных алгоритмов)

Addresses

CE#

OE#

WE#

DQ6/DQ2

tRC
VA

tACC

tCH

tOEH

tOE

High Z

Примечание:
VA = действительный адрес; не требуется дляDQ6. На иллюстрации показаны первые два цикла состояния по
сле последовательности команд, последний цикл чтения состояния и цикл чтения данных массива.
Рисунок 12. Тайминги переключения битов (при работе встроенных алгоритмов)
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(first read) (second read) (stops toggling)

SF

Complement True

tOE

Valid Status Valid Status Valid Data

Valid Data

Valid Data

tOH

High Z

High Z

tDF

VA VA

VA VA

tCE

Status Data

Complement >

Status Data True

tACC

tDF



датировочный лист SF
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Enter
Enter Erase

Suspend Program

Erase Erase Suspend Erase Erase Suspend Erase Erase
Read Su

Pr
s
o
p
g
e
ra Read Complete

DQ6

DQ2
DQ2 and DQ6 toggle withOE# and CE#

Примечание: DQ6 и DQ2 переключается при подаче OE# или CE#. Дополнительную информацию см. в разделе «Сос
тояние операции записи» в тексте о DQ6 и DQ2.
Рисунок 13. DQ2 в сравнении с
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Embedded
Erasing

Erase
Suspend

Erase
Resume

WE#



датировочный лист

AC CHARACTERISTICS
Erase and Program Operations
Альтернативная управляемая запись CE#

Символы параметро
в

Описание

Параметры скорости

UnitJEDEC Std -55 -70 -90 -120

tAVAV tWC Write Cycle Time (Note 1)) Min 55 70 90 120 ns

tAVEL tAS Address Setup Time Min 0 ns

tELAX tAH Address Hold Time Min 40 45 45 50 ns

tDVEH tDS Data Setup Time Min 25 30 45 50 ns

tEHDX tDH Data Hold Time Min 0 ns

tGHEL tGHEL Read Recover Time Before Write Min 0 ns

tWLEL tWS CE# Setup Time Min 0 ns

tEHWH tWH CE# Hold Time Min 0 ns

tELEH tCP Write Pulse Width Min 30 35 45 50 ns

tEHEL tCPH Write Pulse Width High Min 20 20 20 20 ns

tWHWH1 tWHWH1
Byte Programming Operation
(Note 2)) Typ 7 µs

tWHWH2 tWHWH2
Sector Erase Operation
(Note 2)) Typ 1 sec

Примечания:
1. Не проверено на 100%.
2. Дополнительные сведения см. в разделе «Производительность стирания и программирования».
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датировочный лист SF
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

555 for program
2AA for erase

PA for program
SA for sector erase

Addresses

WE#

OE#

CE#

Data

Data# Polling

PA

tAS
tAH

tWH

tGHEL

tWHWH1 or 2

tWS tCPH
tBUSY

tDH / DQ7# DOUT\
tRH A0 for program PD for program

55 for erase 30 for sector erase
10 for chip erase

Примечания:
1. PA = адрес программы, PD = данные программы, SA = адрес сектора, DQ7# = дополнение входа данных, DOUT = д
анные массива.
2. На рисунке показаны два последних цикла шины последовательности команд.

Рисунок 14. Альтернативные тайминги операций записи с управлением CE#

1 ноября 201921445E5 SF29F040B 27

tCP

tDS

chip erase

tWC

555 for



датировочный лист

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТИРАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Параметр
Typ
(Примеч
ание 1)

Макс
(Примеч
ание 2) Еди

ниц
а

Комментарии

Время стирания сектора 1 8 sec
Исключая программирование 00h перед стиранием (Примечание 4).

Время стирания микросхемы 8 64 sec

Время программирования байта 7 300 µs
Исключая накладные расходы на уровне системы (Прим
ечание 5)Время программирования микро

схемы (Примечание 3)
3.6 10.8 sec

Примечания:
1. Типичные значения времени программирования и стирания предполагают следующие условия: 25。C, 5,0 В VCC, 1

000 000 циклов. Кроме того, типичные значения времени программирования предполагают шашечный рисунок.
2. В наихудших условиях 90°C, VCC = 4,5 В (4,75 В для -55), 1 000 000 циклов.
3. Типичное время программирования микросхемы значительно меньше указанного максимального времени програм
мирования микросхемы, поскольку большинство байтов программируется быстрее, чем указано максимальное время
программирования байта. Если указанное максимальное время программирования байта превышено, только тогда у
стройство устанавливает DQ5 = 1. Более подробную информацию см. в разделе о DQ5.
4. На этапе предварительного программирования алгоритма встроенного стирания все байты перед стиранием п
рограммируются в 00h.
5. Накладные расходы на уровне системы - это время, необходимое для выполнения последовательности команд че
тырех циклов шины для программирования. Дополнительную информацию об определениях команд см. в таблице 4.
6. Гарантированная минимальная стойкость устройства к стиранию и программированию составляет 1 000 000 ци
клов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩЕЛКИ
Мин Макс

Входное напряжение относительно VSS на всех выводах ввода/вывода –1.0 V VCC + 1.0 V

Ток VCC –100 mA +100 mA
Включает все выводы, кроме VCC. Условия тестирования: VCC = 5,0 В, по одному выводу за раз.

ЕМКОСТЬ ВЫВОДА TSOP

Параметр Символ Описание параметров Тип Макс Едини
ца

CIN Входная емкость 6 7.5 pF

COUT Выходная емкость 8.5 12 pF

CIN2 Емкость контактов управления 7.5 9 pF
Примечания:
1. Взято на пробу, не проверено на 100%.
2. Условия тестирования TA = 25°C, f = 1,0 МГц.

SF
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датировочный лист SF
ЕМКОСТЬ ВЫВОДОВ PLCC И PDIP
Параметр Символ Описание параметров Тестовая устан

овка
Тип Макс Едини

ца
CIN Входная емкость VIN = 0 4 6 pF

COUT Выходная емкость VOUT = 0 8 12 pF

CIN2 Емкость контактов управления VPP = 0 8 12 pF
Примечания:
1. Взято на пробу, не проверено на 100%.
2. Условия тестирования TA = 25°C, f = 1,0 МГц.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Параметр Условия испыта

ний
Мин Единица

Минимальное время хранения данных о шаблоне
150。C 10 Years

125。C 20 Years
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ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
PD 032-32-контактный пластиковый DIP

Dwg rev AD; 10/99
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датировочный лист SF
ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (продолжение)
PL 032-32-контактный чип-носитель с пластиковым выводом

Dwg rev AH; 10/99
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ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ (продолжение)
TS 032-32-Pin Standard Thin Small Package

Dwg rev AA; 10/99
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D A T A S H E E T SF
РЕЗЮМЕ ПЕРЕСМОТРА

Пересмотр A (май 1997 г.)

Первоначальный выпуск.

Редакция B (январь 1998 г.)
Глобальная
Отформатировано для согласованности с другими
таблицами технических данных только на напряжен
ие 5,0 вольт.

Пересмотр B+1 (январь 1998 г.)
Характеристики переменного тока, операции ст
ирания и программирования
Добавлены ссылки на примечание к tWHWH1 . Испра
влено обозначение параметра для времени установл
ения V CC на tVCS; спецификация составляет миним
ум 50 мкс. Удалена последняя строка в таблице.

Пересмотр B+2 (апрель 1998 г.)
Отличительные характеристики
Минимальное количество циклов записи/стирания
100 000 гарантировано до 1 000 000..

Информация для заказа

Добавлена возможность использования расширенной те
мпературы для скоростных вариантов -55 и -70.
Характеристики переменного тока
Стирание и программирование операций; Стирание
и программирование операций Альтернативные зап
иси CE#: Исправлена ссылка на примечания для
tWHWH 1 и tWHWH 2. Эти параметры протестиров
аны на 100%. Исправлена ссылка на примечания для
tVCS. Этот параметр не протестирован на 100%.

Стирание и производительность программиров
ания
Изменено минимальное количество программ и цикл
ов стирания, гарантированное до 1 000 000.
Редакция C (январь 1999 г.)
Глобальный
Обновлено для технологии процесса CS39S.
Отличительные характеристики
Добавлена пуля с 20-летним сроком хранения данных.
Характеристики постоянного тока - совместим
ость с TTL/NMOS

VOH: изменил описание параметра на "Выходн
ое высокое напряжение" с "Выходной высокий
уровень".

Характеристики постоянного тока - совместимо
сть с TTL/NMOS и совместимость с CMOS
ICC1, ICC2, ICC3: добавлено примечание 2 "Максимальн
ые спецификации ICC проверены при V CC = VCCmax" .
ICC3: Удалено V CC = V CCMax.

Редакция C+1 (февраль 1999 г.) Опреде
ления команд
Таблица "Определения команд": Удалено "XX" из кол
онки данных четвертого цикла команды Sector Protect
Verify.

Редакция C+2 (17 мая 1999 г.) Таблица с
пецификаций испытаний
Исправлены записи входных и выходных измерени
й в колонке "Все остальные".

Пересмотр D (15 ноября 1999 г.)
Характеристики переменного тока - рисунок 9. В
ременные характеристики операций программи
рования и рисунок 10. Стирание чипа/сектора
Операции

Удалено tGHWL и изменена форма волны OE#, что
бы она начиналась с высокого уровня.
Физические размеры

Заменены рисунки более подробными иллюстраци
ями.

Редакция E0 (29 ноября 2000 г.)
Добавлено оглавление.
Информация для заказа

Удалена опция обжига.

Редакция E1 (4 октября 2004 г.)

Добавлена опция PB-Free в стандартную матриц

у заказов. Обновлены допустимые комбинации

Редакция E2 (18 июля 2005 г.)

Информация для заказа
-В список допустимых комбинаций добавлены следу
ющие: Варианты без Pb JD, JF, JK в набор вариантов
скорости -55 и -70; варианты без Pb PD, PF, PK, JD,
JF, JK в набор вариантов скорости -90, -120 и -150.

Редакция E3 (31 января 2019
г.) Global
Из документа удалена опция 150 скоростей.

Удалены схемы 32-контактных реверсивных TSOP
и все ссылки на них из информации для заказа.
Пересмотр E4 (18 мая 2019 г.)
Добавлена информация о миграции и устаревании.

Редакция E5 (1 ноября 2019 г.)
Удален текст о миграции и устаревании.
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D A T A S H E E T

Колофон

Изделия, описанные в данном документе, спроектированы, разработаны и изготовлены как предполагается
для общего использования, включая, без ограничения, обычное промышленное использование, общее офисное
использование, личное использование и домашнее использование, но не спроектированы, разработаны и изго
товлены как предполагается (1) для любого использования, которое включает смертельные риски или опас
ности, которые, если не будет обеспечена чрезвычайно высокая безопасность, могут иметь серьезные пос
ледствия для

общественности и может привести непосредственно к смерти, травмам, серьезному физическому ущербу
или другим потерям (например, контроль ядерной реакции на ядерной установке,

управление полетами самолетов, управление воздушным движением, управление массовыми перевозками, си
стема жизнеобеспечения в медицине, управление запуском ракет в системе вооружения), или (2) для любого
использования, где вероятность отказа недопустима (например, подводный ретранслятор и искусственный
спутник). Обратите внимание, что компания Spansion Inc. не несет ответственности перед вами и/или тр
етьими лицами за любые претензии или ущерб, возникшие в связи с вышеупомянутым использованием проду
кции. Любые полупроводниковые устройства имеют свойство выходить из строя. Вы должны защитить себ
я от травм, повреждений или потерь в результате таких отказов, включив в конструкцию защитные элеме
нты.

меры, предусмотренные для вашего объекта и оборудования, такие как резервирование, противопожарная з
ащита, предотвращение перегрузки по току и других ненормальных условий эксплуатации. Если какая-либо
продукция, описанная в данном документе, представляет собой товары или технологии, на которые распро
страняются определенные ограничения на экспорт в соответствии с Законом о валюте и внешней торговл
е Японии, Положением об экспортном регулировании США или действующим законодательством любой друг
ой страны, для экспорта такой продукции потребуется предварительное разрешение соответствующего г
осударственного органа.Trademarks
Copyright ©2019 Spansion Inc.
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Все права защищены. Spansion, логотип Spansion, MirrorBit, ORNAND, HD-SIM и их комбинации являются торгов
ыми марками компании Spansion Inc. Другие названия компаний и продуктов, используемые в данной публикации,
предназначены только для идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих компаний.
Copyright © 1997-2005 Advanced Micro Devices, Inc. Все права защищены. AMD, логотип AMD и их комбинации явл
яются зарегистрированными торговыми марками компании Advanced Micro Devices, Inc. ExpressFlash™ является
торговой маркой компании Advanced Micro Devices, Inc. Названия продуктов, используемые в данной публикации,
приведены только для идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих компаний.
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